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 FeSiB/CoFeBフリー層を有するGMR素子の歪みセンサへの応用	
 

はじめに  

巨大磁気抵抗 (GMR)効果を利用した磁気センサは ,  磁化自由層と磁化固定層をもち ,  

自由層磁化方向が外部磁界に対して変化したときの磁気抵抗変化を検出する .  一方 ,  磁

性材料には ,  歪みを加えると磁気異方性が変化する磁歪の逆効果が知られており ,  歪み

による磁気異方性の変化を自由層の磁化方向変化に結びつけることで歪みセンサとして

応用することができる .  GMR 歪みセンサは微細化可能だと期待されているが ,  磁界と歪

みの分離検出が難しい .  本研究では ,  外乱磁界に強い GMR 歪みセンサの開発を行った .    

実験方法  

スパッタ装置により ,  GMR多層膜（ Ta(5nm) /FeSiB(10nm) /CoFeB(1.5nm) /Cu(2.2nm) 

/CoFe(3nm)/MnIr(10nm)/Ta(2nm)）を成膜した .  基板には ,  カバーガラス (150µm)を用いた .  

GMR膜を幅 100µm, 長さ 1200µmの細線および両端に電極を配置した構造に加工した .磁

化容易軸は ,  細線の幅方向とし ,  歪みの検出には以下の手法を用いた .  GMR膜の困難軸

方向に約 10～ 50Oeの直流磁界H b i a sを加え ,  磁化自由層の磁化を固定層に対して回転させ

た .  次に容易方向に 0.60Oe, 1kHzの交流磁界H a cを印加して自由層の磁化を 1kHzで振動さ

せた .  GMR細線に直流電流を流しておくと ,  振動によりGMR細線の端子電圧に 1kHzの信

号が現れるが ,  歪みにより自由層の磁気異方性が変化すると ,  自由層磁化の振動振幅が

変化し ,  電圧信号振幅も変化する .   

実験結果  

	
 GMR素子細線を片持ち梁構造に固定して ,  自由端に力を

加えて困難軸方向に一軸歪み εを加えた .  Fig.1はマイクロ

メータの変位 dと 1kHzの電圧信号振幅をプロットしたもの

である .	
  H b i a sが 50Oeのときのゲージ率を算出すると ,  現在

歪みセンサとして広く使われている金属歪みゲージの 20倍

以上のゲージ率が得られた .  
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